
硅材料MOSFET/ Cool Mos 氮化镓材料MOSFET -HEMT
MOSFET发热源:

1,Rds(on)损耗,     

2, 开关损耗, 

3,体内二极管反向续流损耗,  

4,死区损耗.

氮化镓
无需吸
收电路

氮化镓MOS发热源:

1,Rds(on)损耗

几乎没有开关损耗和反向续流二极
管损耗.因体内没有二极管,但有二极

管的特性

超低的结电容保证较小的死区损耗.

硅 VS 氮化镓

开关损耗

氮化镓明显开关
损耗很小

氮
化
镓
无
体
内
二
极
管

但
有
二
极
管
特
性
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更换下MOS及二极管成氮
化镓MOS及氮化镓二极管.
效率会直接提高1个点以上.
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面积只是原来1/3,总成本下降.光是单MOS
成本上涨. 提高效率而减小体积

750K以内,电感材料不变,一样的低价格.

Infinoen官
方demo板

CoolMos+
SiC二极管
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硅材料的MOS/CoolMos决定了开关的
的波形/即损耗.开关损耗很大,轻载时会
超过Rds(on)损耗

氮化镓的特理特性决
定了开关损耗很小很
小.也决定了EMI很好
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Trnasphorm的氮化镓与Coolmos对比.
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氮化镓与COOLMOS比较.
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LLC电路上 氮化镓板子与COOLMOS的效率对比

由于氮化镓主要是由Rds(ON)损耗,所以当轻载时,损耗最小. 但Coolmos损耗还包含开关
损耗,体内续流二极管的损耗,及COOLMOS的吸收电路的损耗.效率相对较低
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采用氮化镓的无桥
PFC及LLC电路,可
以做到一个电源从
AC到DC效率达到
97.5%
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同样大的逆变器产品,氮化镓的体积减小了一半左右,同时整体成本下降100USD,售价
反提高了100USD. 效率反提高了1.5个点.   4500W, 频率从16K提到到50K

散热器,风散,驱动电路,电感,EMC电路可大大减小体积,还有填充物
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有时IGBT为了提高效率
还要并一个快速的二极管.

采用氮化镓,无需并二
极管.可直接使用.相当
于0恢复
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采用GaN的好处:
1,提高了逆变效率
2,输出波形TH明显改进很
多.
3,TH的改进对输出负载的
应用要求降低
4,有助于对逆变的负载/或
应用部分的效率提高
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